
 

 

Fig.1 Schematic structure  
of a fabricated transistor. 

Fig.2 (a) Transfer characteristic in saturation regime, (b) output and 
(c) frequency characteristic of OFETs.  

高平滑・塗布ゲート電極を有するプラスチック基板上の高性能有機トランジスタ 
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フレキシブル大面積基板上の塗布プロセスが可能なことから、低コスト量産化を目指した有機

電界効果トランジスタ(OFET)の研究が精力的に行われている。当研究グループでは、これまでに

塗布法による高性能の OFETの実現をもとに [1]、アクティブマトリクスや RFID タグ等への応用

開発研究を進めている。特に RFID タグにおいては、限られた電力で通信する必要があるため、

短チャネルかつ高移動度による ON電流の確保に加え、低電圧駆動のトランジスタが求められる。

従ってボトムゲート構造の場合、ゲート絶縁層を薄くするために表面が高平滑なゲート電極が必

要になる。これまでに我々は、塗布法にて高平滑な塗布ゲート電極を得るためにトッパン・フォ

ームズ社製銀インク（TF銀インク）を用いることにより、真空蒸着と同程度の高平滑なゲート電

極（Ra≦5 nm）を作製できることを明らかにした。また、TF銀インクを用いた OFETsを構成し、

真空蒸着の電極を用いた OFETsと同程度の移動度(μ~5 cm
2
/Vs)が実現できることを明らかにした

[2]。 

本研究では、TF銀インクを用いた OFETsの応答速度の高速化を目指し、通信周波数 13.56 MHz

の RFID タグに利用できる可能性を検討した。まず、TF銀インクを用いたゲート電極のパターニ

ングをフォトリソグラフィ及びエッチングで行い、プラスチック基板上にボトムゲート-トップコ

ンタクト型 OFETsを構成した(Fig.1)。その特性を整流素子として評価した結果、チャネル長 2 µm

において、最大動作周波数が 20 MHz に達することがわかった(Fig.2)。よって、構成した OFETs

は RFID タグの整流素子として使用できると考えられる。当日はゲート電極を TF銀インクの印刷

で形成した OFETsについても紹介する。 
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